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1.2 - Materiais Semicondutores

Classificação elétrica dos materiais

Material Resistividade (Ω-cm) Exemplo
Isolante ρ >105 ρ(SiO2) ≈ 1016 Ω-cm
Semicondutor 10-3 < ρ < 105 ρ(Si @ 300K) ≈ 2.105 Ω-cm
Condutor ρ < 10-3 ρ(Al) ≈ 10-6 Ω-cm

Semicondutores Elementares:
Silício,   Germanio

Semicondutores Compostos: 
Arsenieto de Galio (GaAs), Fosfato de Indio (InP) ...

ρ é fortemente dependente da temperatura: 
semicondutores:  T↑ ⇒ ρ ↓
condutores: T↑ ⇒ ρ ↑
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Extrato da Tabela Periódica contendo os elementos
semicondutores mais importantes
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Estrutura Atômica - Níveis de Energia

Representação bidimensional 
do cristal de Si
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Ligação Covalente

Estrutura cristalina do Silício
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DOPAGEM: Adição de impurezas para alterar 
as propriedades elétricas do semicondutor.

Semicondutor puro: INTRÍNSECO

Semicondutor dopado: EXTRÍNSECO

Si : 1 é-livre p/ cada 1012 átomos

Ge : 1 é-livre p/ cada 109 átomos

Ex.:

Si :  1 átomo de impureza/1010 átomos de Si  ⇒ é-livres aumentam 100x
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DOPAGEM: Semicondutor Tipo n
Adição de impurezas pentavalentes (P, As, Sb)
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DOPAGEM: Semicondutor Tipo p
Adição de impurezas trivalentes (B, Ga, In)
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